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［1］T. Matsuo, "Rotational saturation properties of isotropic vector hysteresis models using 
vectorized stop and play hysterons," IEEE Transactions on Magnetics, vol. 44, pp. 3185-3188, Nov. 
2008.
図 2　回転ヒステリシス損
（a）回転 Bベクトル軌跡 （b）反時計回り Hベクトル軌跡 （c）時計回り Hベクトル軌跡




















































本研究室では，21 世紀 COEプログラムにおいて電気系の連携として SiC パワーデバイスの回路応用
に関する研究を始め，まず，高温環境での駆動の可能性を検討した．その結果，450℃という高温環境
でデバイスの駆動を確認し，400℃でコンバータの変換動作を示した．GCOEでは，次に上述の温度が
スイッチングロスの余裕度であることから，SiC 能動素子の高周波駆動を試みた．Si の FETなどのゲ












［1］T. Funaki, T. Kimoto, and T. Hikihara, Evaluation of High Frequency Switching Capability of SiC 
Schottky Barrier Diode, Based on Junction Capacitance Model, IEEE Trans. on PE, Vol.23, No.5 
(2008)．
［2］宅野嗣大，引原隆士，SiC JFETのゲートドライブ回路とスイッチング特性，電気学会産業応用部
門全国大会，1-128, 2008 年 8 月 29 日．
［3］宅野嗣大，引原隆士，SiC-JFETを用いた E 級電力増幅回路に関する実験的検討，電気学会全国大会，
4-149, 2009 年 3 月 17 日．






































































した。ダブル RESURF 構造では、RESURF 領域（n型）/p 型成長層界面だけでなく、表面 p型層 /
RESURF領域界面からも空乏化が進むため、RESURF領域のドーピング密度を上げることが可能であ
り、オン抵抗の低減に有効である。RESURF1 領域、RESURF2 領域は Nのイオン注入、表面 p層は
Al のイオン注入により形成した。RESURF1 領域、RESURF2 領域の各ドーズ（DRES1、DRES2）、およ
び表面 p領域のドーズ（DTP）を広い範囲で変化させ、シミュレーションと実験の比較を行った。ダブ
ルRESURF MOSFETの耐圧は実効RESURF1 ドーズ（DRES1 ‒ DTP）と実効 RESURF2 ドーズ（DRES2 
‒ DTP）に依存することを明らかにした［1］。ゲート酸化膜（膜厚約 80 nm）はN2O酸化（1300℃）で
形成した。チャネル移動度は約 35 cm2/Vs である。
図 2に作製した 2ゾーンダブルRESURF MOSFETの出力特性を示す。ドリフト長が 20 μmのデバ
イスではゼロゲートバイアスで耐圧 1580 V、酸化膜電界が 3 MV/cmのときのオン抵抗 40 mΩcm2 と
いう優れた特性を示した。しきい値電圧は 2.8 V のノーマリオフ特性である。ドリフト長が 10 μmの
デバイスでは耐圧 1000 V、オン抵抗 30 mΩcm2 の特性が得られた（図示していない）。本研究で作製し
たMOSFETでは、VB2/RON で表される性能指数として 33 ～ 62 MW/cm2 という値が得られた。これは、
これまでに報告されたあらゆる横型MOSFETの中で最高の特性である［2］。
［1］M. Noborio, J. Suda, and T. Kimoto, IEEE Trans. Electron Devices Vol.54 (2006), pp.1216-1223.
［2］M. Noborio, J. Suda, and T. Kimoto, IEEE Electron Device Lett. Vol.30 (2009), in press.






InGaN 系量子井戸を発光層とした青色発光ダイオード（LED）が実用に至ってから，すでに 15 年以
上たちますが，いまだその発光機構は議論の対象となっています．というのも，InGaN系量子井戸には，
従来の例えばGaAs を中心とした発光素子よりも 4桁以上も高い密度の貫通転位（>109cm-2）が存在す




























































































































［1］M. Shimizu, T. Horii, T. Shiosaki, and A. Kawabata: 
Thin Solid Films 96（1982）149.
［2］M.A.L. Johnson, S. Fujita, W.H. Rowland, Jr., W.C. 




































なったところ、タスク I では F値 0.98、タスク II で








焼く : 1  { 私 , 主人 , …} が { パン , ケーキ , …, バームクーヘン ,…} を 焼く
焼く : 2  { ファイル , 曲 , 音楽 , ...} を {CD, DVD, CDR, ...} に 焼く
参考文献
［1］: 相澤彰子．大規模テキストコーパスを用いた語の類似度計算に関する考察．情報処理学会論文誌，



































［1］Koji Yamamoto, Hirofumi Maruyama, Takashi Shimizu, Hidekazu Murata, Susumu Yoshida, 
“Spectral efficiency of fundamental cooperative relaying in interference-limited environments,” 
IEICE Transactions on Communications, vol. E91-B, no. 8, pp. 2674-2682, Aug. 2008.
［2］佐伯高明，山本高至，村田英一，吉田進，“半二重協力中継における非対称性に着目した送信方向












































































































































































































































（1） 閉じ込め損失は新古典論の衝突輸送の予測より遙かに大きい。異常輸送は Bohm 型ではなく
gyro-Bohm型である（次元解析から collisional high-β model のプラズマ揺動輸送と矛盾しない）。
トカマク損失におけるプラトー比例則（L-G 則）の回転変換角依存性との類似性が指摘される。
（2） ヘリオトロン J閉じ込めと国際ステラレータ比例則（τEISS04）との比較研究、とくに規格化装置




（3） 規格化装置ファクターは閉じ込めのモード遷移（L-H 遷移）で増加する。H-mode 発現領域は、
磁気面のラベルとして用いられた真空磁気面の周辺回転変換角に依存し、主たる低次の有利面よ
りわずかに離れた回転変換角で比較的高い閉じ込め改善度が得られている。閉じ込め改善時に最
外殻磁気面（LCFS）近傍で、負の径電場（Er<0）形成が観測される。L-H 遷移時の LCFS の閉
じ込め性能は、SOL の揺動輸送の確率分布関数の測定から、間欠的輸送（intermittent 
transport）の減少と強い相関がある。最近、高速カメラによる接線ポートからの周辺プラズマ領




















































































［1］Y. Omura, N. Furuya, D. Summers, Relativistic turning acceleration of resonant electrons by 
coherent whistler-mode waves in a dipole magnetic field, Journal Geophysical Research, Vol. 112, 
A06236, doi:10.1029/2006JA012243, 2007.
［2］Y. Omura, Y. Katoh, and D. Summers, Theory and simulation of the generation of whistler-mode 





























図 1．Interaction Reproducing Model 概略 図 2. 実験風景
